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(57)【要約】
【課題】信頼性の低下を抑制するとともに表示品位の劣
化を抑制することが可能な液晶表示装置及びその製造方
法を提供する。
【解決手段】第１絶縁基板と、前記第１絶縁基板上に形
成された外周配線と、前記外周配線の上に配置された絶
縁膜と、画像を表示するアクティブエリアにおいて前記
絶縁膜上に形成された画素電極と、前記アクティブエリ
アを囲む周辺エリアにおいて逆テーパー状の断面を有し
前記絶縁膜上にライン状に形成された第１バンクと、前
記画素電極を覆うとともに前記第１バンクの上面に配置
され前記第１バンクの側面で途切れた第１配向膜と、を
備えた第１基板と、第２絶縁基板と、前記第２絶縁基板
の前記第１基板と対向する側に配置され前記第１配向膜
と対向する第２配向膜と、を備えた第２基板と、前記第
１配向膜と前記第２配向膜との間のセルギャップに保持
された液晶層と、を備えた、液晶表示装置。
【選択図】　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１絶縁基板と、前記第１絶縁基板上に形成された外周配線と、前記外周配線の上に配
置された絶縁膜と、画像を表示するアクティブエリアにおいて前記絶縁膜上に形成された
画素電極と、前記アクティブエリアを囲む周辺エリアにおいて逆テーパー状の断面を有し
前記絶縁膜上にライン状に形成された第１バンクと、前記画素電極を覆うとともに前記第
１バンクの側面で途切れた第１配向膜と、を備えた第１基板と、
　第２絶縁基板と、前記第２絶縁基板の前記第１基板と対向する側に配置され前記第１配
向膜と対向する第２配向膜と、を備えた第２基板と、
　前記第１配向膜と前記第２配向膜との間のセルギャップに保持された液晶層と、
　を備えた、液晶表示装置。
【請求項２】
　前記第１バンクは、前記アクティブエリアを囲む連続的な枠状に形成された、請求項１
に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記第２基板は、さらに、前記周辺エリアにおいてライン状に形成され逆テーパー状の
断面を有する第２バンクを備え、前記第２配向膜は、前記第２バンクの側面で途切れてい
る、請求項１または２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記第１バンク及び前記第２バンクのうちの一方は前記周辺エリアのうちの前記アクテ
ィブエリアに近接する側に位置し、他方は前記周辺エリアのうちの端部側に位置している
、請求項３に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記第１バンクは前記第１基板の基板端部側に位置している、請求項１乃至４のいずれ
か１項に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　さらに、前記第１基板と前記第２基板とを貼り合わせるシール材を備え、前記第１バン
ク及び前記第２バンクの少なくとも一方が前記シール材に包含されている、請求項１乃至
５のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記第１バンク及び前記第２バンクのうちの少なくとも一方の高さは、セルギャップよ
りも小さく、対向する基板に接していない、請求項３乃至６のいずれか１項に記載の液晶
表示装置。
【請求項８】
　第１絶縁基板上に外周配線を形成し、前記外周配線の上に絶縁膜を配置し、画像を表示
するアクティブエリアにおいて前記絶縁膜上に画素電極を形成し、前記アクティブエリア
を囲む周辺エリアにおいて逆テーパー状の断面を有し前記絶縁膜上にライン状の第１バン
クを形成し、前記アクティブエリア及び前記周辺エリアに配向膜材料を印刷することで前
記画素電極を覆うとともに前記第１バンクの側面で途切れた第１配向膜を形成した第１基
板を用意し、
　第２配向膜を形成した第２基板を用意し、
　前記第１基板と前記第２基板とを貼り合わせる、液晶表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、液晶表示装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、軽量、薄型、低消費電力などの特徴を生かして、パーソナルコンピュ
ータなどのＯＡ機器やテレビなどの表示装置として各種分野で利用されている。近年では
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、液晶表示装置は、携帯電話などの携帯端末機器や、カーナビゲーション装置、ゲーム機
などの表示装置としても利用されている。
【０００３】
　近年、液晶表示装置、特にモバイル用途の製品において額縁部の縮小が求められている
。今までのプロセス技術ではウェットエッチングからドライエッチングに移行し、エッチ
ング変換差を小さくすることで微細化を実現している。しかしながら、微細化が進むにつ
れて、低抵抗配線が必要となり、配線幅が微細になる代わりに配線膜厚が厚くなる傾向が
あり、膜厚が厚くなる分ドライエッチングでもエッチング変換差が次第に大きくなり、狭
額縁化に歯止めが掛かっていた。
【０００４】
　近年では、アレイ基板と対向基板との合わせ精度を向上させ、且つ、シール材の位置精
度も向上させ、さらにシール材の線幅を細くすることで、狭額縁化に対応しようとしてい
る。例えば、従来の技術として、二酸化珪素を堆積しパターニングすることによって二重
スペーサ壁を形成しこれらのスペーサ壁の間にシール材を配置する技術が提案されている
。
【０００５】
　今日のモバイル用途の液晶表示装置は、高精細化が進み、アクティブエリアはより広く
、周辺エリアの額縁部分はより狭くなる設計が求められている。そのため、一画素あたり
の開口率（表示に寄与する面積）を確保する目的で、画素電極直下に光学層（あるいは表
面を平坦化するための有機絶縁膜）を設けることが必須となっている。この光学層は、ア
クティブエリア外に配置されるドライバーの保護層としても使用するため、周辺エリアに
も配置されている。
【０００６】
　ところで、液晶表示装置の配線にはアルミニウム（Ａｌ）系の配線材料が用いられるこ
とが多いが、このような配線材料は水分等の影響で腐食しやすい。液晶表示装置に用いら
れる各種樹脂系材料（例えば、上記の光学層や配向膜など）は、適用する材料によっては
透水性があるため、Ａｌ系の配線材料によって形成された配線が樹脂系材料を介して浸透
した水分によって腐食しやすい。このような各種配線の腐食は、信頼性の低下を招くとと
もに、腐食の進行に伴って表示品位の劣化を招くおそれがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００７－２１９２３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本実施形態の目的は、信頼性の低下を抑制するとともに表示品位の劣化を抑制すること
が可能な液晶表示装置及びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本実施形態によれば、
　第１絶縁基板と、前記第１絶縁基板上に形成された外周配線と、前記外周配線の上に配
置された絶縁膜と、画像を表示するアクティブエリアにおいて前記絶縁膜上に形成された
画素電極と、前記アクティブエリアを囲む周辺エリアにおいて逆テーパー状の断面を有し
前記絶縁膜上にライン状に形成された第１バンクと、前記画素電極を覆うとともに前記第
１バンクの側面で途切れた第１配向膜と、を備えた第１基板と、第２絶縁基板と、前記第
２絶縁基板の前記第１基板と対向する側に配置され前記第１配向膜と対向する第２配向膜
と、を備えた第２基板と、前記第１配向膜と前記第２配向膜との間のセルギャップに保持
された液晶層と、を備えた、液晶表示装置が提供される。
【００１０】
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　本実施形態によれば、
　第１絶縁基板上に外周配線を形成し、前記外周配線の上に絶縁膜を配置し、画像を表示
するアクティブエリアにおいて前記絶縁膜上に画素電極を形成し、前記アクティブエリア
を囲む周辺エリアにおいて逆テーパー状の断面を有し前記絶縁膜上にライン状の第１バン
クを形成し、前記アクティブエリア及び前記周辺エリアに配向膜材料を印刷することで前
記画素電極を覆うとともに前記第１バンクの側面で途切れた第１配向膜を形成した第１基
板を用意し、第２配向膜を形成した第２基板を用意し、前記第１基板と前記第２基板とを
貼り合わせる、液晶表示装置の製造方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本実施形態の液晶表示装置に適用可能な表示パネルＰＮＬの一例を概略
的に示す平面図である。
【図２】図２は、図１に示した表示パネルＰＮＬの構造の一例を概略的に示す断面図であ
る。
【図３】図３は、アレイ基板ＡＲの製造工程を説明するための図である。
【図４】図４は、対向基板ＣＴの製造工程を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、各図において
、同一又は類似した機能を発揮する構成要素には同一の参照符号を付し、重複する説明は
省略する。
【００１３】
　図１は、本実施形態の液晶表示装置に適用可能な表示パネルＰＮＬの一例を概略的に示
す平面図である。
【００１４】
　すなわち、表示パネルＰＮＬは、アクティブマトリクスタイプの液晶表示パネルであり
、アレイ基板ＡＲと、アレイ基板ＡＲに対向配置された対向基板ＣＴと、アレイ基板ＡＲ
と対向基板ＣＴとの間に保持された液晶層ＬＱと、を備えている。アレイ基板ＡＲと対向
基板ＣＴとは、これらの間に所定のセルギャップを形成した状態でシール材ＳＥによって
貼り合わせられている。このセルギャップは、アレイ基板ＡＲまたは対向基板ＣＴに形成
された図示しない柱状スペーサによって形成されている。液晶層ＬＱは、アレイ基板ＡＲ
と対向基板ＣＴとの間のセルギャップにおいてシール材ＳＥによって囲まれた内側に保持
されている。
【００１５】
　このような表示パネルＰＮＬは、シール材ＳＥによって囲まれた内側に、画像を表示す
るアクティブエリアＡＣＴを備えている。アクティブエリアＡＣＴは、例えば、略長方形
状であり、ｍ×ｎ個のマトリクス状に配置された複数の画素ＰＸによって構成されている
（但し、ｍ及びｎは正の整数である）。
【００１６】
　アレイ基板ＡＲは、第１方向Ｘに沿って延出したゲート配線Ｇ、第２方向Ｙに沿って延
出しゲート配線Ｇと交差するソース配線Ｓ、ゲート配線Ｇ及びソース配線Ｓに接続された
スイッチング素子ＳＷ、スイッチング素子ＳＷに接続された画素電極ＰＥなどを備えてい
る。液晶層ＬＱを介して画素電極ＰＥの各々と対向する対向電極ＣＥは、例えば対向基板
ＣＴに備えられているが、アレイ基板ＡＲに備えられていても良い。
【００１７】
　なお、表示パネルＰＮＬの詳細な構成については説明を省略するが、ＴＮ（Ｔｗｉｓｔ
ｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ）モード、ＯＣＢ（Ｏｐｔｉｃａｌｌｙ　Ｃｏｍｐｅｎｓａｔｅｄ
　Ｂｅｎｄ）モード、ＶＡ（Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｅｄ）モードなどの主として
縦電界を利用するモードや、ＩＰＳ（Ｉｎ－Ｐｌａｎｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）モード、
ＦＦＳ（Ｆｒｉｎｇｅ　Ｆｉｅｌｄ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）モードなどの主として横電界
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を利用するモードなどを適用可能に構成されている。横電界を利用するモードを適用した
構成では、画素電極ＰＥ及び対向電極ＣＥの双方がアレイ基板ＡＲに備えられる。
【００１８】
　駆動ＩＣチップ２及びフレキシブル・プリンテッド・サーキット（ＦＰＣ）基板３など
の表示パネルＰＮＬの駆動に必要な信号供給源は、アクティブエリアＡＣＴよりも外側の
周辺エリアＰＲＰに実装されている。これらの信号供給源としては、ゲート配線Ｇと接続
されたゲートドライバ、ソース配線Ｓと接続されたソースドライバ、対向電極ＣＥにコモ
ン電位を供給する給電部などが含まれている。
【００１９】
　図示した例では、駆動ＩＣチップ２及びＦＰＣ基板３は、対向基板ＣＴの基板端部ＣＴ
Ｅよりも外側に延出したアレイ基板ＡＲの実装部ＭＴに実装されている。周辺エリアＰＲ
Ｐは、アクティブエリアＡＣＴを囲むエリアであり、シール材ＳＥが配置されるエリアを
含み、矩形枠状に形成されている。
【００２０】
　シール材ＳＥは、アクティブエリアＡＣＴを囲む矩形枠状に形成されている。また、図
示した例では、周辺エリアＰＲＰには、第１バンクＢＫ１及び第２バンクＢＫ２がそれぞ
れ形成されている。第１バンクＢＫ１及び第２バンクＢＫ２は、それぞれアクティブエリ
アＡＣＴを囲む矩形枠状に形成されている。つまり、第１バンクＢＫ１及び第２バンクＢ
Ｋ２は、それぞれ第１方向Ｘ及び第２方向Ｙに沿ってライン状に形成されている。なお、
これらの第１バンクＢＫ１及び第２バンクＢＫ２は、実装部ＭＴに沿った短辺については
省略しても良い。
【００２１】
　第１バンクＢＫ１は例えばアレイ基板ＡＲ側に形成されており、第２バンクＢＫ２は例
えば対向基板ＣＴ側に形成されている。Ｘ－Ｙ平面内において、第１バンクＢＫ１と第２
バンクＢＫ２とは重ならず、第１バンクＢＫ１と第２バンクＢＫ２との間には隙間が形成
されている。また、第１バンクＢＫ１は周辺エリアＰＲＰのうちのパネル端部側（つまり
、アクティブエリアＡＣＴから離れた側）に位置し、第２バンクＢＫ２は周辺エリアＰＲ
ＰのうちのアクティブエリアＡＣＴに近接する側（つまり、アクティブエリアＡＣＴと第
１バンクＢＫ１との間）に位置している。なお、第１バンクＢＫ１及び第２バンクＢＫ２
は、図示した例に限らず、それぞれ複数本ずつ設けても良い。
【００２２】
　これらの第１バンクＢＫ１及び第２バンクＢＫ２のうちの少なくとも一方はシール材Ｓ
Ｅに包含されており、周辺エリアＰＲＰにおいてより外側に位置するバンクがシール材Ｓ
Ｅに包含されていることが望ましい。図示した例では、第１バンクＢＫ１及び第２バンク
ＢＫ２の双方がシール材ＳＥに包含されている。
【００２３】
　図２は、図１に示した表示パネルＰＮＬの構造の一例を概略的に示す断面図である。な
お、ここでは、画素電極ＰＥがアレイ基板ＡＲに備えられ、対向電極ＣＥが対向基板ＣＴ
に備えられた構成例の断面図を図示している。
【００２４】
　アレイ基板ＡＲは、ガラス基板などの透明な第１絶縁基板１０を用いて形成されている
。アレイ基板ＡＲは、アクティブエリアＡＣＴにおいては、第１絶縁基板１０の対向基板
ＣＴに対向する側に、第１絶縁膜１１、第２絶縁膜１２、スイッチング素子ＳＷ、画素電
極ＰＥ、第１配向膜ＡＬ１などを備えている。また、アレイ基板ＡＲは、周辺エリアＰＲ
Ｐにおいては、第１絶縁基板１０の対向基板ＣＴに対向する側に、アクティブエリアＡＣ
Ｔから延在した第１絶縁膜１１及び第２絶縁膜１２、外周配線Ｗ、第１バンクＢＫ１、第
１配向膜ＡＬ１などを備えている。
【００２５】
　スイッチング素子ＳＷは、アクティブエリアＡＣＴにおいて、第１絶縁基板１０の上に
形成されている。このスイッチング素子ＳＷは、例えばポリシリコンやアモルファスシリ
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コンからなる半導体層を備えた薄膜トランジスタである。このスイッチング素子ＳＷは、
図示を省略するゲート配線Ｇ及びソース配線Ｓと接続されている。なお、第１絶縁基板１
０とスイッチング素子ＳＷとの間には、他の絶縁膜（アンダーコート層など）が介在して
いても良い。
【００２６】
　第１絶縁膜１１は、層間絶縁膜であり、スイッチング素子ＳＷを覆っている。また、第
１絶縁膜１１は、アクティブエリアＡＣＴのみならず周辺エリアＰＲＰにも延在し、第１
絶縁基板１０の上にも配置されている。この第１絶縁膜１１は、例えば、シリコン酸化物
（ＳｉＯ）やシリコン窒化物（ＳｉＮ）などの無機系材料によって形成されており、無機
系材料からなる絶縁層の単層構造であっても良いし、無機系材料からなる複数の絶縁層の
積層構造であっても良い。
【００２７】
　外周配線Ｗは、第１絶縁膜１１の上に形成されている。この外周配線Ｗは、ゲート配線
Ｇやソース配線Ｓと同一層の配線材料によって形成されている。外周配線Ｗに適用される
配線材料としては、例えば、アルミニウム（Ａｌ）、モリブデン（Ｍｏ）、タングステン
（Ｗ）、チタン（Ｔｉ）、銀（Ａｇ）などの単体、合金、複数の金属の積層体などが挙げ
られる。なお、ここでは、外周配線Ｗは、所望の電位の単なる配線であっても良いし、周
辺エリアＰＲＰに配置される各種回路であっても良い。
【００２８】
　第２絶縁膜１２は、層間絶縁膜であり、アクティブエリアＡＣＴのみならず周辺エリア
ＰＲＰにも延在し、第１絶縁膜の上に配置されている。この第２絶縁膜１２は、周辺エリ
アＰＲＰにおいて、外周配線Ｗを覆っている。より具体的には、第２絶縁膜１２は、外周
配線Ｗの上面及び側面を覆っている。換言すると、外周配線Ｗは、外部に露出することな
く、外気あるいは外気に含まれる水分に曝されることはない。このような第２絶縁膜１２
は、その表面を平坦化するものであり、例えば透明な樹脂などの有機系材料によって形成
されているが、透水性の低い材料であることが望ましい。なお、第２絶縁膜１２は、さら
に透水性の低い無機系材料によって形成しても良いし、充填密度の高い材料によって形成
しても良い。このような材料からなる第２絶縁膜１２が外周配線Ｗを覆うことにより、第
２絶縁膜１２を介して浸透した水分による外周配線Ｗの腐食を抑制することが可能である
。
【００２９】
　画素電極ＰＥは、アクティブエリアＡＣＴにおいて、第２絶縁膜１２の上に形成されて
いる。画素電極ＰＥは、スイッチング素子ＳＷに接続されている。画素電極ＰＥを形成す
る材料については、インジウム・ティン・オキサイド（ＩＴＯ）などの透明な導電材料で
も良いし、アルミニウムなどの反射性の金属材料であっても良い。
【００３０】
　第１バンクＢＫ１は、周辺エリアＰＲＰにおいて、第２絶縁膜１２の上に形成されてい
る。図示したように、第１バンクＢＫ１は、第２絶縁膜１２に接している底面よりも対向
基板ＣＴ側の上面の方が拡大した逆テーパー状の断面形状を有している。なお、第１バン
クＢＫ１は、第２絶縁膜１２の上の領域のうち、第１絶縁基板１０の基板端部１０Ｅの近
傍に位置していることが望ましい。このような第１バンクＢＫ１は、例えば樹脂材料によ
って形成されている。
【００３１】
　第１バンクＢＫ１及び後述する対向基板ＣＴに設けられた第２バンクＢＫ２のうちの少
なくとも一方の高さは、アレイ基板ＡＲと対向基板ＣＴとの間のセルギャップよりも小さ
い。つまり、第１バンクＢＫ１及び第２バンクＢＫ２のいずれか一方の高さについては、
セルギャップと同等以下である。図示した例では、第１バンクＢＫ１の高さはセルギャッ
プよりも小さい。つまり、第１バンクＢＫ１は、対向基板ＣＴには接していない。第１バ
ンクＢＫ１が対向基板ＣＴに接していない場合の一例として、第１バンクＢＫ１の高さは
、セルギャップの５０％～６０％程度であることが望ましい。
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【００３２】
　第１配向膜ＡＬ１は、アクティブエリアＡＣＴにおいて、画素電極ＰＥを覆うとともに
第２絶縁膜１２の上に配置されている。また、第１配向膜ＡＬ１は、周辺エリアＰＲＰに
も延在し、第２絶縁膜１２の上に配置され、さらに、第１バンクＢＫ１の上面にも配置さ
れているものの、第１バンクＢＫ１の側面で途切れている。つまり、逆テーパー状の断面
を有する第１バンクＢＫ１については、第１配向膜ＡＬ１によって完全に覆われることは
なく、第１配向膜ＡＬ１のうち、第１バンクＢＫ１の上面に残った部分と、第２絶縁膜１
２の上に配置された部分との間が分断されている。
【００３３】
　一方、対向基板ＣＴは、ガラス基板などの透明な第２絶縁基板２０を用いて形成されて
いる。対向基板ＣＴは、アクティブエリアＡＣＴにおいては、第２絶縁基板２０のアレイ
基板ＡＲに対向する側に、ブラックマトリクス２１、カラーフィルタ２２、オーバーコー
ト層２３、対向電極ＣＥ、第２配向膜ＡＬ２などを備えている。また、対向基板ＣＴは、
周辺エリアＰＲＰにおいて、第２絶縁基板２０のアレイ基板ＡＲに対向する側に、周辺遮
光層２４、アクティブエリアＡＣＴから延在したオーバーコート層２３、第２配向膜ＡＬ
２などを備えている。
【００３４】
　ブラックマトリクス２１及び周辺遮光層２４は、第２絶縁基板２０のアレイ基板ＡＲと
対向する側に形成されている。ブラックマトリクス２１は、アクティブエリアＡＣＴにお
いて、ゲート配線Ｇ、ソース配線Ｓ、スイッチング素子ＳＷなどの配線部と対向し、格子
状に形成されている。周辺遮光層２４は、周辺エリアＰＲＰにおいて略全域に亘って延在
し、アクティブエリアＡＣＴのブラックマトリクス２１と繋がっている。このような周辺
遮光層２４は、例えば、黒色に着色された樹脂材料や、クロム（Ｃｒ）などの遮光性の金
属材料によって形成されている。
【００３５】
　カラーフィルタ２２は、アクティブエリアＡＣＴにおいて、第２絶縁基板２０のアレイ
基板ＡＲと対向する側に形成されている。このようなカラーフィルタ２２は、例えば、赤
色、緑色、青色などにそれぞれ着色された樹脂材料によって形成されている。
【００３６】
　オーバーコート層２３は、アクティブエリアＡＣＴにおいて、カラーフィルタ２２を覆
うとともに、周辺エリアＰＲＰに延在し、周辺遮光層２４を覆っている。このようなオー
バーコート層２３は、例えば透明な樹脂材料によって形成されている。
【００３７】
　対向電極ＣＥは、アクティブエリアＡＣＴにおいて、オーバーコート層２３のアレイ基
板ＡＲと対向する側に形成されている。このような対向電極ＣＥは、ＩＴＯなどの透明な
導電材料によって形成されている。
【００３８】
　第２バンクＢＫ２は、周辺エリアＰＲＰにおいて、オーバーコート層２３の上に形成さ
れている。図示したように、第２バンクＢＫ２は、オーバーコート層２３に接している底
面よりもアレイ基板ＡＲ側の上面の方が拡大した逆テーパー状の断面形状を有している。
なお、第２バンクＢＫ２は、オーバーコート層２３の上の領域のうち、第２絶縁基板２０
の基板端部２０Ｅの近傍に位置しているが、第１バンクＢＫ１の直上の位置よりアクティ
ブエリアＡＣＴ側に位置している。このような第２バンクＢＫ２は、第１バンクＢＫ１と
同様に、例えば樹脂材料によって形成されている。
【００３９】
　第２バンクＢＫ２の高さについては、セルギャップよりも小さく、第２バンクＢＫ２は
アレイ基板ＡＲには接していない。第２バンクＢＫ２の高さは、例えば、セルギャップの
５０％～６０％程度であることが望ましい。
【００４０】
　第２配向膜ＡＬ２は、アクティブエリアＡＣＴにおいて、対向電極ＣＥを覆っている。
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また、第２配向膜ＡＬ２は、周辺エリアＰＲＰにも延在し、オーバーコート層２３を覆い
、さらに、第２バンクＢＫ２の上面にも配置されているものの、第２バンクＢＫ２の側面
で途切れている。つまり、逆テーパー状の断面を有する第２バンクＢＫ２については、第
２配向膜ＡＬ２によって完全に覆われることはなく、第２配向膜ＡＬ２のうち、第２バン
クＢＫ２の上面に残った部分と、オーバーコート層２３を覆っている部分との間が分断さ
れている。
【００４１】
　上述したようなアレイ基板ＡＲと対向基板ＣＴとは、第１配向膜ＡＬ１及び第２配向膜
ＡＬ２が対向するように配置され、図示しない柱状スペーサにより所定のセルギャップが
形成された状態でシール材ＳＥによって貼り合わせられている。第１バンクＢＫ１及び第
２バンクＢＫ２は、シール材ＳＥによって包囲されている。つまり、第１バンクＢＫ１の
うちの第１配向膜ＡＬ１から露出した側面、及び、第２バンクＢＫ２のうちの第２配向膜
ＡＬ２から露出した側面は、いずれもシール材ＳＥによって覆われている。第１バンクＢ
Ｋ１と対向基板ＣＴとの間、及び、第２バンクＢＫ２とアレイ基板ＡＲとの間には、シー
ル材ＳＥがそれぞれ介在している。また、図示した例では、第１絶縁膜１１、第２絶縁膜
１２、第１配向膜ＡＬ１の基板端部１０Ｅに近接したそれぞれの端面は、シール材ＳＥに
よって覆われている。
【００４２】
　液晶層ＬＱは、シール材ＳＥによって囲まれた内側に封入されている。
【００４３】
　なお、図示しないが、第１絶縁基板１０の外面及び第２絶縁基板２０の外面には、それ
ぞれ偏光板を含む光学素子が接着されている。
【００４４】
　次に、上述した表示パネルＰＮＬの製造方法の一例について説明する。なお、表示パネ
ルＰＮＬを製造するに際しては、複数のアレイ基板ＡＲを一括して形成する第１マザー基
板、及び、複数の対向基板ＣＴを一括して形成する第２マザー基板をそれぞれ用意し、こ
れらの第１マザー基板及び第２マザー基板を貼り合わせた後に、単個の表示パネルＰＮＬ
に割断する手法を採用する場合があるが、ここでは簡略化して説明する。
【００４５】
　図３は、アレイ基板ＡＲの製造工程を説明するための図である。ここでは、特に周辺エ
リアの断面を参照しながらアレイ基板ＡＲの製造工程を説明する。
【００４６】
　まず、図中の（ａ）で示したように、第１絶縁基板１０の上に、第１絶縁膜１１を形成
した後に、この第１絶縁膜１１の上に外周配線Ｗの他にゲート配線やソース配線などの各
種配線を形成し、その後、第２絶縁膜１２を形成する。なお、図示を省略しているが、こ
れらの製造過程でスイッチング素子ＳＷも同時に形成し、また、スイッチング素子ＳＷま
で貫通したコンタクトホールも形成する。第１絶縁膜１１の膜厚は例えば６００ｎｍであ
る。第２絶縁膜１２は、無機系材料で形成しても良いし、有機系材料で形成しても良い。
その後、図示を省略しているが、第２絶縁膜１２の上に画素電極ＰＥを形成し、コンタク
トホールを介してスイッチング素子ＳＷと電気的に接続する。
【００４７】
　続いて、図中の（ｂ）で示したように、第２絶縁膜１２の上にレジストＲを塗布する。
レジストＲを塗布する手法については、特に問わないが、例えばスリットコーターやスピ
ンコーターなどを用いる手法が適用可能である。レジストＲとしては、例えば光照射によ
って硬化するネガ型のフォトレジストが適用可能である。このようなレジストＲを塗布し
た後に、所望の開口パターンが形成されたフォトマスクＰＭを介してレジストＲを露光す
る。フォトマスクＰＭの開口パターンは、例えば中心部分よりも周辺部分の光照射量を低
くなるように形成されている。レジストＲのうち、開口パターンを介して露光された領域
は硬化が進行する。
【００４８】
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　続いて、図中の（ｃ）で示したように、レジストＲを現像することで、第２絶縁膜１２
の上に第１バンクＢＫ１を形成する。すなわち、現像処理により、レジストＲのうちの未
硬化部分が除去され、硬化した部分のみが逆テーパー状の断面を有する形で残り、アクテ
ィブエリアを囲む矩形枠状にライン状の第１バンクＢＫ１が形成される。このような第１
バンクＢＫ１は、例えば、第１絶縁基板１０の基板端部１０Ｅから約１００μｍの距離に
形成した。
【００４９】
　続いて、図中の（ｄ）で示したように、第２絶縁膜１２及び第１バンクＢＫ１の上から
配向膜材料を印刷する。このような配向膜材料の印刷は、周辺エリアのみならずアクティ
ブエリアも一括して全面に対して行う。印刷する配向膜材料の膜厚は、例えば、０．０５
μｍ～０．１μｍ程度である。このようにして印刷された配向膜材料は、第２絶縁膜１２
の上に配置されるとともに、第１バンクＢＫ１の上面に配置される。また、図示しないが
、アクティブエリアにおいては、配向膜材料は、画素電極ＰＥの上にも配置される。一方
で、第１バンクＢＫ１が逆テーパー状に形成されているため、印刷された配向膜材料は、
第１バンクＢＫ１の側面に塗布されない。このため、周辺エリアにおいて、第１バンクＢ
Ｋ１を挟んで内側（つまりアクティブエリアに隣接する側）と外側（第１絶縁基板１０の
基板端部側）とで第１配向膜ＡＬ１が分断される。つまり、第１バンクＢＫ１によって囲
まれた内側に位置する第１配向膜ＡＬ１は、第１バンクＢＫ１の外側の領域とは繋がって
いない。なお、第１配向膜ＡＬ１には必要に応じて配向処理を行っても良い。
【００５０】
　以上の工程を経てアレイ基板ＡＲが製造される。
【００５１】
　続いて、図中の（ｅ）で示したように、シール材ＳＥを形成する。このシール材ＳＥは
、ディスペンサーを用いて描画しても良いし、印刷版を用いて印刷しても良い。このよう
なシール材ＳＥは、第１バンクＢＫ１を包含するようにアクティブエリアを囲む矩形枠状
に形成される。
【００５２】
　図４は、対向基板ＣＴの製造工程を説明するための図である。ここでは、特に周辺エリ
アの断面を参照しながら対向基板ＣＴの製造工程を説明する。
【００５３】
　まず、図中の（ａ）で示したように、第２絶縁基板２０の上に、図示しないブラックマ
トリクスやカラーフィルタのほかに、周辺遮光層２４を形成した後に、オーバーコート層
２３を形成する。その後、図示を省略しているが、オーバーコート層２３の上に対向電極
ＣＥを形成する。
【００５４】
　続いて、図中の（ｂ）で示したように、オーバーコート層２３の上にレジストＲを塗布
する。レジストＲを塗布する手法については、上記の通り、例えばスリットコーターやス
ピンコーターなどを用いる手法が適用可能である。レジストＲとしては、例えばネガ型の
フォトレジストが適用可能である。このようなレジストＲを塗布した後に、所望の開口パ
ターンが形成されたフォトマスクＰＭを介してレジストＲを露光する。フォトマスクＰＭ
の開口パターンは、例えば中心部分よりも周辺部分の光照射量を低くなるように形成され
ている。レジストＲのうち、開口パターンを介して露光された領域は硬化が進行する。
【００５５】
　続いて、図中の（ｃ）で示したように、レジストＲを現像することで、オーバーコート
層２３の上に第２バンクＢＫ２を形成する。すなわち、現像処理により、レジストＲのう
ちの未硬化部分が除去され、硬化した部分のみが逆テーパー状の断面を有する形で残り、
アクティブエリアを囲む矩形枠状にライン状の第２バンクＢＫ２が形成される。このよう
な第２バンクＢＫ２は、例えば、第２絶縁基板２０の基板端部２０Ｅから約１５０μｍの
距離に形成した。
【００５６】



(10) JP 2014-119709 A 2014.6.30

10

20

30

40

50

　続いて、図中の（ｄ）で示したように、オーバーコート層２３及び第２バンクＢＫ２の
上から配向膜材料を印刷する。このような配向膜材料の印刷は、周辺エリアのみならずア
クティブエリアも一括して全面に対して行う。印刷する配向膜材料の膜厚は、例えば、０
．０５μｍ～０．１μｍ程度である。このようにして印刷された配向膜材料は、オーバー
コート層２３の上に配置されるとともに、第２バンクＢＫ２の上面に配置される。また、
図示しないが、アクティブエリアにおいては、配向膜材料は、対向電極ＣＥの上にも配置
される。一方で、第２バンクＢＫ２が逆テーパー状に形成されているため、印刷された配
向膜材料は、第２バンクＢＫ２の側面に塗布されない。このため、周辺エリアにおいて、
第２バンクＢＫ２を挟んで内側（つまりアクティブエリアに隣接する側）と外側（第２絶
縁基板２０の基板端部側）とで第２配向膜ＡＬ２が分断される。つまり、第２バンクＢＫ
２によって囲まれた内側に位置する第２配向膜ＡＬ２は、第２バンクＢＫ２の外側の領域
とは繋がっていない。なお、第２配向膜ＡＬ２には必要に応じて配向処理を行っても良い
。
【００５７】
　以上の工程を経て対向基板ＣＴが製造される。
【００５８】
　その後、上記のアレイ基板ＡＲと対向基板ＣＴとを貼り合わせる。このとき、アレイ基
板ＡＲに閉ループ状のシール材ＳＥを形成し、シール材ＳＥで囲まれた内側に液晶材料を
滴下した後に、対向基板ＣＴと貼り合わせる手法を適用しても良いし、アレイ基板ＡＲに
液晶注入口を有するシール材ＳＥを形成し、対向基板ＣＴと貼り合わせた後に、液晶注入
口から液晶材料を注入し、封止する手法を適用しても良い。これにより、図２に示したよ
うな断面構造を有する表示パネルＰＮＬが製造される。
【００５９】
　このような本実施形態によれば、アレイ基板ＡＲはアクティブエリアＡＣＴを囲む周辺
エリアＰＲＰにおいて逆テーパー状の断面を有しライン状に形成された第１バンクＢＫ１
と、アクティブエリアＡＣＴにおいて画素電極ＰＥを覆うとともに第１バンクＢＫ１の側
面で途切れた第１配向膜ＡＬ１と、を備えている。つまり、第１配向膜ＡＬ１は、第１バ
ンクＢＫ１を挟んでその内側と外側とで分断される。
【００６０】
　これにより、たとえ第１配向膜ＡＬ１の端部が外部に露出したとしても、第１配向膜Ａ
Ｌ１の端部から浸透した水分の、第１バンクＢＫ１よりも内側への更なる浸透を抑制する
ことが可能となる。したがって、第１配向膜ＡＬ１を介して浸透した水分による配線の腐
食を抑制することが可能となる。このため、配線の腐食による信頼性の低下を抑制すると
ともに、表示品位の劣化を抑制することが可能となる。
【００６１】
　一例として、上記の製造方法にて製造した本実施形態の表示パネルＰＮＬと、比較例と
して第１バンクＢＫ１及び第２バンクＢＫ２を備えていない表示パネルとをそれぞれモジ
ュールとして形成した後に信頼性試験に投入した。比較例の表示パネルによれば、腐食が
発生するまでに要した時間が５～７倍の範囲でばらついたが、本実施形態の表示パネルＰ
ＮＬは、ほとんど腐食の発生がないことを確認できた。
【００６２】
　特に、近年では、シール材ＳＥから基板端部１０Ｅ及び２０Ｅまでの距離が短い狭額縁
化の要求が高まっている。液晶表示装置に適用されている材料には、有機絶縁膜や配向膜
などの比較的高い透水性を有するものが含まれている場合が多い。このような膜を介して
浸透した水分が配線の腐食を招くおそれがある。このような水分対策としては、アレイ基
板ＡＲと対向基板ＣＴとを貼り合わせるシール材ＳＥと透水性を有する膜の端部との設計
的工夫（例えば、膜の端部を外部に露出させない構成、あるいは、比較的透水性が低い材
料からなるシール材ＳＥによって各膜の端部を覆うなど）で対応することが検討されてい
た。しかしながら、額縁幅が狭くなるほど、周辺エリアＰＲＰの面積が小さくなって余裕
がなくなり、加工精度や貼り合わせ精度の要求が高くなるため、各膜の端部を外部に露出
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させない構成を採用することが困難となりつつあり、また、狭額縁化の妨げともなり得る
。
【００６３】
　本実施形態において、第２絶縁膜１２として説明した平坦化層は、感光性の材料を適用
することによってその端部を精度よく加工することが可能であるため、現状の狭額縁化の
要求には対応可能であるし、また一方、有機系材料のみならず、無機系材料や充填密度の
高い材料を適用することで透水性を抑制することが可能となり、精度の高い端部加工を実
施しなくても（あるいは、端部が外部に露出する構成としても）、第２絶縁膜１２を介し
た水分の浸透を抑制することが可能である。
【００６４】
　一方、第１配向膜ＡＬ１は、アクティブエリアＡＣＴとその周辺近傍のみに印刷して形
成する（つまり、第１配向膜ＡＬ１の端部が外部に露出しないように形成する）には、高
い精度が要求される。例えば、所望の箇所からずれる印刷ズレが生じた場合には、第１配
向膜ＡＬ１の少なくとも一部の端部が外部に露出してしまうおそれがある。配向膜を形成
する材料としては、液晶分子に対して所望の配向能を有する材料でなければならないため
、不透湿性及び高配向性を併せ持つ材料を選択することが困難であるし、そのような材料
の開発には多大な費用を要し、コストの増大を招くおそれもある。
【００６５】
　このような課題に対して、本実施形態では、比較的ラフな印刷技術でアクティブエリア
ＡＣＴ及び周辺エリアＰＲＰの全面に亘って配向膜材料を印刷することで第１配向膜ＡＬ
１を形成している。配向膜材料については、必要な配向能を有する材料を適用している。
印刷された配向膜材料は、逆テーパー状の断面を有する第１バンクＢＫ１の上面には配置
される場合もあるが、第１バンクＢＫ１の側面で途切れる。つまり、第１バンクＢＫ１は
、その内側と外側に位置する第１配向膜ＡＬ１を分断している。このため、第１バンクＢ
Ｋ１の外側に位置する第１配向膜ＡＬ１から浸透した水分の透過経路を遮断することが可
能となる。
【００６６】
　このため、信頼性の低下及び表示品位の劣化の抑制を実現しつつ、しかも、高コストの
配向膜材料が不要であるため、コストの増大を抑制することが可能であり、狭額縁化が可
能となる。
【００６７】
　また、第１バンクＢＫ１は、アクティブエリアＡＣＴを囲む連続的な枠状に形成されて
いるため、第１配向膜ＡＬ１の全周に亘って第１バンクＢＫ１の外側に位置する領域と分
断することができ、水分の透過経路をより低減することが可能となる。
【００６８】
　また、第１バンクＢＫ１は、アレイ基板の基板端部側に位置している。つまり、第１バ
ンクＢＫ１は、表示パネルＰＮＬのより端部に近い位置で水分の透過経路を遮断し、第１
配向膜ＡＬ１への水分の浸透をより抑制することが可能となる。
【００６９】
　また、対向基板ＣＴについても同様の第２バンクＢＫ２を備えているため、第２配向膜
ＡＬ２を介した水分の透過経路を遮断することが可能となる。
【００７０】
　また、アレイ基板ＡＲと対向基板ＣＴとを貼り合わせるシール材ＳＥは、第１バンクＢ
Ｋ１及び第２バンクＢＫ２の少なくとも一方を包含している。ここで、第１バンクＢＫ１
及び第２バンクＢＫ２のうちの少なくとも一方の高さは、セルギャップよりも小さく、対
向する基板に接していない。つまり、第１バンクＢＫ１と対向基板ＣＴとの間、あるいは
、第２バンクＢＫ２とアレイ基板ＡＲとの間には、シール材ＳＥが介在しているため、ア
レイ基板ＡＲと対向基板ＣＴとの密着力の低下を抑制することが可能となる。
【００７１】
　以上説明したように、本実施形態によれば、信頼性の低下を抑制するとともに表示品位
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の劣化を抑制することが可能な液晶表示装置及びその製造方法を提供することができる。
【００７２】
　なお、この発明は、上記実施形態そのものに限定されるものではなく、その実施の段階
ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態
に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例え
ば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異な
る実施形態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
【符号の説明】
【００７３】
　ＰＮＬ…表示パネル　ＡＲ…アレイ基板　ＣＴ…対向基板　ＬＱ…液晶層
　ＡＣＴ…アクティブエリア　ＰＲＰ…周辺エリア
　ＰＥ…画素電極　ＣＥ…対向電極
　１１…第１絶縁膜　１２…第２絶縁膜
　ＢＫ１…第１バンク　ＢＫ２…第２バンク
　ＡＬ１…第１配向膜　ＡＬ２…第２配向膜
　Ｗ…外周配線
　ＳＥ…シール材

【図１】 【図２】



(13) JP 2014-119709 A 2014.6.30

【図３】 【図４】



(14) JP 2014-119709 A 2014.6.30

10

20

30

フロントページの続き

(74)代理人  100075672
            弁理士　峰　隆司
(74)代理人  100119976
            弁理士　幸長　保次郎
(74)代理人  100153051
            弁理士　河野　直樹
(74)代理人  100140176
            弁理士　砂川　克
(74)代理人  100158805
            弁理士　井関　守三
(74)代理人  100172580
            弁理士　赤穂　隆雄
(74)代理人  100179062
            弁理士　井上　正
(74)代理人  100124394
            弁理士　佐藤　立志
(74)代理人  100112807
            弁理士　岡田　貴志
(74)代理人  100111073
            弁理士　堀内　美保子
(74)代理人  100134290
            弁理士　竹内　将訓
(72)発明者  秋吉　宗治
            埼玉県深谷市幡羅町一丁目９番地２　株式会社ジャパンディスプレイセントラル内
Ｆターム(参考) 2H088 FA02  FA03  FA08  HA01  HA03  HA04  HA08  MA17  MA18 
　　　　 　　  2H189 DA08  DA10  DA34  DA78  DA79  FA16  FA19  GA49  HA01  LA01 
　　　　 　　        LA05  LA10 
　　　　 　　  2H190 JA03  JA06  LA02  LA04  LA21 
　　　　 　　  2H290 BA26  CA34 



专利名称(译) 液晶显示装置及其制造方法

公开(公告)号 JP2014119709A 公开(公告)日 2014-06-30

申请号 JP2012276969 申请日 2012-12-19

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社日本显示器

申请(专利权)人(译) 有限公司日本显示器

[标]发明人 秋吉宗治

发明人 秋吉 宗治

IPC分类号 G02F1/1333 G02F1/13 G02F1/1337

CPC分类号 H01L27/1248 G02F1/1339 G02F1/136286 G02F1/1368 G02F2001/13456 H01L27/1222 H01L27/124 
H01L27/1262

FI分类号 G02F1/1333 G02F1/13 G02F1/1337 G02F1/1333.500 G02F1/1333.505

F-TERM分类号 2H088/FA02 2H088/FA03 2H088/FA08 2H088/HA01 2H088/HA03 2H088/HA04 2H088/HA08 2H088
/MA17 2H088/MA18 2H189/DA08 2H189/DA10 2H189/DA34 2H189/DA78 2H189/DA79 2H189/FA16 
2H189/FA19 2H189/GA49 2H189/HA01 2H189/LA01 2H189/LA05 2H189/LA10 2H190/JA03 2H190
/JA06 2H190/LA02 2H190/LA04 2H190/LA21 2H290/BA26 2H290/CA34

代理人(译) 中村诚
河野直树
井上 正
冈田隆

其他公开文献 JP5961543B2

外部链接 Espacenet

摘要(译)

解决的问题：提供一种能够抑制可靠性的劣化和显示质量的劣化的液晶
显示装置及其制造方法。 第一绝缘基板，形成在第一绝缘基板上的外围
配线，布置在该外围配线上并形成在用于显示图像的有效区域中的绝缘
膜上的绝缘膜。 像素电极，在有源区域周围的外围区域中具有倒锥形横
截面并且在绝缘膜上成一直线形成的第一堤岸以及覆盖像素电极的第一
堤岸的上表面。 在第一隔堤的侧面上设置有不连续的第一取向膜的第一
基板，第二绝缘基板，配置在第二绝缘基板的与第一基板相对的一侧的
第一基板，第二绝缘基板。 第二基板，其具有与第一取向膜相对的第二
取向膜，以及保持在第一取向膜与第二取向膜之间的晶胞间隙中的液晶
层， 液晶显示装置。 [选择图]图2

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/1455b069-7812-4b40-8c96-4e6011cdd06a
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/050929897/publication/JP2014119709A?q=JP2014119709A

